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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月25日(2008.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理装置において、プラズマを生成し、試料に高周波電圧を印加することによ
りSiOC系膜を含む多層構造膜を有する被処理材をエッチング処理するプラズマ処理方法で
あって、
　前記SiOC系膜のエッチングにおいて、対マスク選択比の高い異方性主体のエッチングを
行った後、CxHyFzガス(x、y、z=０、１、２、…)を主体としかつN２及びO２を含まないガ
スを用いた等方的なエッチングを行うことを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項２】
　プラズマを生成し、試料に高周波電圧を印加することにより被処理材をエッチング処理
するプラズマ処理装置を用いて、レジストマスク、反射防止膜、キャップ膜、SiOCH膜を
含む多層構造膜を有する被処理材をエッチングにて所定のエッチング加工形状に加工する
プラズマ処理方法であって、前記レジストが前記所定のエッチング加工形状に対応するマ
スクパターンを有するものにおいて、
　前記多層構造膜の前記反射防止膜または該反射防止膜及び前記キャップ膜のエッチング
ステップにおいて、加工形状を前記マスクパターン寸法よりも細い形状に加工し、
　前記SiOCH膜のエッチングにおいて、第１のステップにて対マスク選択比の高い異方性
主体のエッチングを行って所望の深さまで加工した後、第２のステップにてCxHyFzガス(x
、y、z=０、１、２、…)を主体としかつN２及びO２を含まないガスを用いた等方的なエッ
チングを行って前記マスクパターン寸法に対応した所定のエッチング加工形状に加工する
ことを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項３】
　請求項２記載のプラズマ処理方法であって、前記反射防止膜または反射防止膜およびキ
ャップ膜のエッチングステップにおいて、CF４とHを含む混合ガスを用いて加工形状を前
記マスクパターン寸法よりも細い形状に加工することを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項４】
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　プラズマを生成し、試料に高周波電圧を印加することにより被処理材をエッチングする
装置を用いて、レジストマスク、反射防止膜、キャップ膜、SiOCH膜を含む多層構造膜の
エッチングを行うエッチングプロセスにおいて、
　前記SiOCH膜のエッチングにおいて、N２またはO２のガスを用いた対マスク選択比の高
い異方性主体のエッチングを行う第１のステップと、CxHyFzガス(x、y、z=０、１、２、
…)を主体としかつN２及びO２のガスを用いない等方的なエッチングを行う第２のステッ
プとを周期的に繰り返すことを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項５】
　請求項４記載のプラズマ処理方法において、前記繰り返し周期を０.１Hz～１０kHzとす
ることを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項６】
　プラズマ処理装置において、プラズマを生成し、試料に高周波電圧を印加することによ
りSiOC系膜を含む多層構造膜を有する被処理材にエッチング処理によってトレンチ加工を
行うトレンチエッチング方法であって、
　前記SiOC系膜のトレンチエッチングにおいて、対マスク選択比の高い異方性主体のトレ
ンチエッチングと、CxHyFzガス(x、y、z=０、１、２、…)を主体としかつN２及びO２を含
まないガスを用いた等方的なトレンチエッチングとを、交互に繰り返して行うことを特徴
とするトレンチエッチング方法。
【請求項７】
　プラズマ処理装置において、プラズマを生成し、試料に高周波電圧を印加することによ
り被処理材にエッチング処理によって所定の形状のトレンチ加工を行うトレンチエッチン
グ方法であって、
　前記被処理材が、レジストマスク、反射防止膜、キャップ膜、SiOCH膜を含む多層構造
膜を有し、前記レジストが前記所定のトレンチエッチング加工形状に対応するマスクパタ
ーンを有するものにおいて、
　前記多層構造膜の前記反射防止膜または該反射防止膜及び前記キャップ膜のエッチング
ステップにおいて、加工形状を前記マスクパターン寸法よりも細い形状に加工し、
　前記SiOCH膜のトレンチエッチングにおいて、第１のステップにて対マスク選択比の高
い異方性主体のトレンチエッチングを行って所望の深さまで加工した後、第２のステップ
にてCxHyFz(x、y、z=０、１、２、…)を主体としかつN２及びO２を含まないガスを用いた
等方的なトレンチエッチングを行って前記マスクパターン寸法に対応した所定のトレンチ
形状に加工することを特徴とするトレンチエッチング方法。
【請求項８】
　真空排気装置が接続され内部を減圧可能な処理室、該処理室内へガスを供給するガス供
給装置、被処理材を載置可能な基板電極、該基板電極に対向するプラズマを発生するため
の電磁波を放射するアンテナ電極、該基板電極へ接続された高周波電源および該アンテナ
電極へ接続された高周波電源、該基板電極へ接続された高周波電源と該アンテナ電極へ接
続された高周波電源に印加する高周波の位相を制御する手段を備えたプラズマ処理装置に
おいて、
　前記ガス供給装置を時間的に変調するためのガス流量変調器および該基板電極へ接続さ
れた高周波電源および該アンテナ電極へ接続された高周波電源の出力を時間変調する装置
を具備したことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項９】
　請求項８において、前記ガス供給装置を時間的に変調するためのガス流量変調器および
前記基板電極へ接続された高周波電源および前記アンテナ電極へ接続された高周波電源の
出力を同期して時間変調する装置を具備したことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項１０】
　請求項８または９において、該ガス供給装置を２系統以上に集約し、それぞれのガス供
給系統に時間的に変調するためのガス流量変調器を具備することを特徴とするプラズマ処
理装置。
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【請求項１１】
　請求項８、９、または１０のいずれかにおいて、該ガス供給装置を時間的に変調するた
めのガス流量変調器としてピエゾバルブを用いることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項１２】
　請求項８、９、１０、または１１のいずれかにおいて、前記時間変調の繰り返し周期を
０.１Hz～１０kHzとすることを特徴とするプラズマ処理装置。
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